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Introducao e Objetivos

Filmes de nitretos de carbono tém atraido a atencao dos
pesquisadores desde a previsao do material de grande
dureza B-C3N4 por Cohen e Liu [1]. Muitos cientistas de
materiais tém estudado este tipo de composto devido a suas
propriedades mecanicas e eletro-Oticas. Aplicacboes em
eletronica estao sendo estudadas, mas, para iSso, €
necessario o controle das propriedades eletricas como a
resistividade do filme, que depende da quantidade de
nitrogénio e da temperatura. Existem varios arranjos
possiveis do nitrogénio e do carbono nestes filmes, o que
determina suas caracteristicas elétricas. O objetivo deste
trabalho é investigar como a resistividade dos filmes de CNx
depositados por Triodo Magnetron Sputtering [2] €
dependente da espessura do filme e como ela varia de
acordo com o substrato utilizado.

Metodologia

Os filmes foram depositados em substratos de
policarbonato, latao, vidro e Si(100) utilizando o sistema
Triodo Magnetron Sputtering (Figura 1) com um alvo de
grafite e atmosfera de nitrogénio.
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Figura 1: Esquema do sistema Triodo Magnetron Sputtering.

As condicoes de deposicao sao apresentadas na Tabela
1, onde a corrente paratodas foi de 0,5A.

Tabela 1: Condicdes de deposicao para cada conjunto de amostras

Amostra Tempo de Pressao Temperatura
deposicao (mTorr) maxima (°C)
(min)

1 10 3 92

2 20 3 81

3 30 3 88

4 40 3 93

5 50 3 95

As amostras foram analisadas por microscopia optica e
DRX. Aespessura dos filmes foi medida por perfilometria e a
resistividade pelo método de quatro pontas.

Resultados e Discussao

As analises por microscopia Optica mostraram
descolamentos em alguns filmes, principalmente os que
tinham substrato de latao e vidro, como pode ser visto na
Figura 2.

Figura 2: Microscopia optica com aumento de 20X para a) latao e b) vidro.

A partir da analise por perfilometria foi possivel determinar
a taxa de deposicao dos filmes de 360 A/min, a qual fol
utilizada para as medidas de resistividade pelo método das
qguatro pontas. O resultado destas analises pode ser visto no
grafico da Figura 3.
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Figura 3: Resistividade em funcao da espessura do filme.

Este grafico mostra que existe umatendéncia de queda da
resistividade com o aumento da espessura (tempo de
deposicao) dos filmes. Os valores da resistividade nao
apresentam variacao significativa para diferentes
substratos.

Conclusao

E possivel perceber, a partir das analises, que os filmes
apresentam elevada concentracao de tensoes, provocando
o desplacamento dos mesmos e que existe uma tendéncia
de queda naresistividade com o aumento da espessura.
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